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DESCRIPCION DEL CURSO:
Este curso presenta los principales dispositivos electronicos como: diodos, transistores de
unién (BJT) y de efecto de campo (FET), describiendo sus principios tedricos y realizando
el analisis de sus comportamientos dentro del circuito electronico. Se estudian criterios de
seleccion de componentes y disefio de circuitos electronicos para la realizacion de sistemas
practicos.

OBJETIVOS:
El alumno deberd estar capacitado para el uso, reconocimiento, analisis y disefio de
sistemas electrénicos analdgicos, conociendo los principios fisicos de funcionamiento.
Utilizacion de herramientas de disefio y simulacion de circuitos electrénicos. Manejo de
las hojas técnicas suministradas por los fabricantes.

SINTESIS DEL PROGRAMA
Niveles y bandas de energia. Semiconductores. Diodos de unién. Transistores de union.
Transistores de union bipolar. Polarizacién y estabilidad térmica del transistor. Modelo de
pequefia sefial del transistor a bajas frecuencias. Transistores de efecto de campo.
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PROGRAMA ANALITICO

1. NIVELES Y BANDAS DE ENERGIA
El 4&tomo: naturaleza, niveles de energia. Principio de la barrera de energia potencial.
Estructura electrénica de la materia. El principio de exclusion. Capa electronica. Bandas
de energia en los cristales. Metales, aislantes y semiconductores.

2. SEMICONDUCTORES

Movilidad y conductividad. Electrones libres y ligados. Enlace covalente. Huecos y
electrones en un semiconductor intrinseco. Recombinacion y tiempo de vida.
Conductividad en un semiconductor. EI fendmeno de transporte en los semiconductores.
Impurezas donadoras y aceptadoras. Propiedades electronicas del Si y Ge.
Semiconductores extrinsecos. Difusion. Ecuacion de continuidad. Modulacion de la
conductividad. Corriente de difusion y de desplazamiento. Bandas de energia en
semiconductores tipo N y P. Estudio de la juntura PN. Polarizacion directa e inversa.
Caracteristicas para grandes tensiones.

3. DIODOS DE UNION

La union p-n. El diodo en circuito abierto. Componentes de corriente del diodo. Deduccion
de la caracteristica tension-corriente. Dependencia con la temperatura. Resistencia del
diodo. Resistencia estatica. Resistencia dindmica. Capacidad de difusion y de transicion.
Calculo de las variaciones de lo y VVd con la temperatura. Tiempo de conmutacion del diodo
de union. Diodo Zener. Diodo tunel. Diodos LED. Fotodiodos. Circuitos con diodos. Recta
de carga. Caracteristica dindmica. Caracteristica de transferencia. Modelos lineales
aproximados de un diodo de union. Analisis de circuitos con diodos utilizando el modelo
lineal aproximado Recortadores con diodos (limitadores), curvas de transferencia. Recorte
a dos niveles. Circuitos fijadores. Rectificadores: media onda y onda completa. Tensiones
y corrientes medias y RMS en la carga. Filtros: de inductancia, de condensador, tipo L, tipo
=, filtros compuestos. Disefio de rectificadores y filtros. Criterios de seleccion de diodos
rectificadores. Multiplicadores de tension. Disefio de reguladores construidos con diodos
zener. Simulacion de circuitos con diodos con ayuda del SPICE.

4. TRANSISTORES DE UNION BIPOLAR
El transistor de union. El transistor en circuito abierto. Componentes de corriente. El
transistor como amplificador. Corrientes en un transistor, los parametros alfa y beta. Efecto
Early. Configuraciones: base, emisor y colector comdn. Modelo de Ebers-Moll. Region de
corte y saturacion en EC. Polarizacion. Valores nominales de los transistores. Tiempos de
conmutacion del transistor. Modelo de Ebers-Moll.

5. Polarizacion y estabilidad térmica del transistor
El punto de trabajo. Rectas de carga estatica y dindmica. Circuito de polarizacion fija.
Estabilidad de la polarizacion. Inestabilidad térmica. Autopolarizacion. Analisis del
circuito de autopolarizacion. Estabilizacién frente a variaciones de Vbe, Ico, y beta.
Caracteristica de transferencia. Factores de estabilidad. Consideraciones practicas.
Compensaciéon de la polarizacion. Analisis de circuitos con transistores en corriente
continua. Maxima excursion simétrica (MES). Ubicacion del punto de trabajo para MES.
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Célculos de MES de amplificadores. VV Calculo del punto de polarizacion y de las curvas
caracteristicas de un transistor utilizando el SPICE.

6. MODELO DE PEQUENA SENAL DEL TRANSISTOR A BAJAS FRECUENCIAS

El cuadripolo, modelo hibrido. EI modelo hibrido de un transistor. Los pardmetros hibridos
para las tres configuraciones del transistor. Formulas de conversion de los parametros entre
las diferentes configuraciones del transistor. Variaciones de los parametros hibridos.
Anadlisis de un circuito amplificador a transistores utilizando los parametros hibridos.
Ganancias de Tension Av y Avs. Ganancia de corriente Ai.. Impedancia de entrada.
Impedancia de salida. Configuracién en emisor comudn. Configuracion en colector comun.
Configuracién en base comun. Comparacion entre las tres configuraciones de
amplificadores. Amplificadores a transistor en cascada. Modelo hibrido simplificado en
emisor comun. Calculo de ganancias de tension y corriente e impedancias de entrada y
salida. Transistor visto desde la base y el emisor. Circuito Darlington. Simulacion de
circuitos con transistores con el SPICE.

7. TRANSISTORES DE EFECTO DE CAMPO

Transistores de unién de efecto de campo. Funcionamiento del JFET. FETs de canal n y p.
Caracteristicas de corriente continua del JFET. Tension de contraccion. Curva
caracteristica de un JFET. La region ohmica. La regién de saturacion. Caracteristicas de
transferencia. Region de corte. Modelo del FET para pequefia sefial. 4, gm, rd. EI FET visto
desde Dreno. EI FET visto desde Surtidor. Dependencia con la temperatura. Polarizacion
del JFET. Amplificadores en fuente comun, drenaje comuin y puerta comun. EI MOSFET
de acumulacion. EI MOSFET de agotamiento. Proteccion de los MOSFET. FETS de
potencia VMOS, DMOS.

METODOLOGIA:
Las actividades de ensefianza de esta catedra consisten en:

. Clases magistrales

. Laboratorios guiados donde las medidas obtenidas en las experiencias son contrastadas por
medio de herramientas computacionales de simulacion de circuitos

. Trabajo practico final, cuyo objetivo es el de introducir al alumno de la materia en las

dificultades teoricas y practicas de la disciplina.
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